Hanyféle
FET van?

Borbas Istvan elektromérnok

Julius Edgar Lilienfeld 1925. 10.
22-én Kanadaban szabadalmi beje-
lentést tett ,,Modszer és eszk6z elekt-
romos aramkor vezérlésére” cimmel.
Az iveglapon kialakitott eszkoz alu-
miniumfoéliaval rézszulfid rétegen at-
foly6 aramot vezérelt.

Ez volt az els§ térvezérléses tran-
zisztor! Vagy ahogyan ma nevezziik:
FET (Field Effect Transistor.)

Az amorf félvezetéssel miikodd
FET - Lilienfeld talalmanya - soha-
sem kertilt gyartasra. A FET-ek igazi
korszaka a nagytisztasagl félvezetd
kristalyok megjelenése utan, az 50-es
években kezd8dott el — és napjainkig
szakadatlanul tart. Folyamatosan né-
vekszik a gyartott valtozatok szama
is. Hogy ma hanyféle FET van? Erre
a kérdésre a legegyszeriibb a valasz;
van pn-zaroréteges FET — és szigetelt
kapus FET. E két csoportba minden
valtozat besorolhatdé. Aki azonban
helyettesitd tipusokat keres, ezzel a
felosztassal nem sokra megy. Ezeken
beliil ugyanis szamos, egymastol igen
kiilonb6z6, alapvetden eltérd karak-
terisztikaju FET létezik. Ezek figye-
lembevételével tucatnyi valtozattal
kell szamolnunk. Ezeket igyeksziink
attekinteni a kovetkezdkben. E valto-
zatok egyiittes abrazolasa igen meg-
konnyiti azok attekintését. S az adat-
lapokon valo6 eligazodas megkonnyi-
tésére az angol és német megnevezé-
seket is megadjuk. Gyorsan meg kell
azonban jegyezniink, hogy a kiveze-
tett pontokat, az integralt védelme-
ket, a multiplikalt kiviteleket is meg-
kiilonboztetve, tovabba a sztatikus és
dinamikus adatokat is figyelembe vé-
ve felosztasunk csoportszama meg-
sokszorozodik. A helyettesitéseknél
természetesen mindezt figyelembe
kell venni.

A FET-ek egymast nem helyettesi-
t6 f6 csoportjait az 1. tablazat abra-
zolja. Ezek mind megnevezéseikkel -
tehat fogalmakkal - mind rajzjeleik-
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